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去除衬底后的单晶石墨烯 Raman光谱

图 S1 和 S2 是去除衬底后的拉曼光谱图。
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图 S1 3 mm 尺寸单晶石墨烯去除基底后的拉曼光谱图

Fig.S1 Raman spectra of single crystal graphene with 3 mm size after substrate removal
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图 S2 1.5 mm 尺寸去除基底后单晶石墨烯的拉曼光谱图

Fig S2 Raman spectra of single crystal graphene with 1.5 mm size after substrate removal

铜箔表面杂质颗粒的 EDS 能谱图

如图 S3 所示是 CVD 设备烘烤使用初期制备石墨烯过程中生成的杂质颗粒，可以明显看出，Si 和 O 元

素的含量非常高。选取的 Area 1 中的 Si 含量为 32.9 %，O 含量为 51.38 %；而选取的 Area 2 中，Si 含
量为 46.74 %，O 含量为 47.61 %；在没有杂质颗粒的干净区域 Area 3 中，主要成分为 Cu，元素百分比

为 88.11%，以及少量的 C 和 O。

图 S3 设备使用初期杂质颗粒的 EDS 能谱图

Fig S3 EDS energy spectrum of impurity particles in the early stage of equipment use


